NPN SILICON TRANSISTOR, EPITAXIAL PLANAR
TRANSISTOR NPN SILICIUM, PLANAR EPITAXIAL

Compl. of BC 212, BC 213, BC 214

*BC 182
BC 183
BC 184

- Low noise preamplifier
Preamplificateurs faible bruit

DC amplifiers
Amplificateurs continus

Maximum power dissipation
Dissipation de puissance maximale

Ptot
(w)
0,4
03
0,2 N
I \
[
0,1 [ N
1
]
0 1

50 100 150 200

(°C)

Plastic case

K Preferred device
‘Dispositif recommandé

Vceo

BC 182
BC 183
BC 184

46V

iGOV
45V

hgqg(2 mA) % 100850 BC 183

fr

100-480 BC 182

250 BC 184
280 MHz Typ.

F139B -

Boftier plastique

Weight : 0,3 g.
Masse

See outline drawing CB-76 on last pages
Voir dessin coté CB-76 derniéres pages

(:E
B

Bottom view
Vue de dessous

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION

Temb = +25 °C

{Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

BC 182 BC 183 BC 184
Collector-base volta
Tension colloctcur-buoge VeBo 60 45 45 v
Collector-emitter volta
Tension collecteur-émeteer Veceo 50 30 30 v
Emitter-base voltage v
Tension émetteur-base EBO 6 6 6 v
Collector current
Courant colecteur 'c 200 200 200 mA
Power dissipation P
Dissipation de puissance tot 300 300 300 mw
Storage temperature min, T — 5§ - 55 —~ 65 °C
Température de stockage max. g +150 +150 +150 °c
76-24 /6
THOMSON-CSF
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BC 182, BC 183,BC 184

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

Tamb =25°C

{Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions

Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Veg =50V _
B o BC 182 15 nA
E
Collector-base cut-off current Veg =30V. |
Courent résiduel collecteur-base |Ec =0 CBO 8C 183 15 nA
,
Veg =30V BC 184 15 nA
e =0
B Ve =4V
Emitter-base cut-off current EB ]
Courent résiduel émetteur-bass 1 c = 0 E8O 15 nA
Collector-base breakd I Ic =10wA | BC182 | & v
ollector-base breakdown voltage
Tension de claquage collectsur-base g = (BR)CBO gg ::i :: \\;
Coliect itter breakdown voltage lc =2mA BC182 | 50 v
ector-emitter brea " c = v _
i " (BRICEO BC 183 30 A\
Tension de = ?
's BC184 | 30 v
Emitter-base breakdown voltage lg =10p4A V{8R)EBO 6 v
Tension de claquage émetteur-base | c = {
_ BC182 | 40
Vee =5V h BC183 | 40
e =10pA 21E
c s BC 184 | 100
Static forward current transfer ratio Ve =5V BC182 | 100 480
Valgur statique du rapport de transfert CE — BC 183 | 100 850
direct du coursnt lg = 2mA Bc 184 | 250
hyqg* :
21E
Voo =5V BC182 | 80
L tooma BC183 | 80
c BC 184 | 130
Collector-emitter saturation voitage 'C =10 mA
Tension de e lg =05mA VCEsat 0,25 v

* Pulsed = € 2%
Impuisions tp 300 s

2/8

328



BC 182, BC 183, BC 184

STATIC CHARACTERISTICS

Tamb =25°C

(Untless otherwise stated)

CARACTERISTIQUES STATIQUES (Sauf indications contraires)
Test conditions i
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Collector-emitter saturation voltage i =100mA *
Tension de il e 'B =5mA vCES&t 0,6 v
" . | =100 mA
Base-emitter saturation voltage C *
Tension de saturation base-émetteur lg =6mA VBEsat 1,2 v
Vo =56V
CE
IC =10 uA 0,52 v
Base-emitter voltage Veg =6V
Tension base-émetteur |CCE =100 pA VBE 0,65 v
Vap =5V
CE
IC =2 mA 0,55 0.7 v
Base-emitter voltage Vee =5V *
Tension basa-ématteur \ CC =10 mA Ve 0,68 \Y
DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES
.Forward current transfer ratio Vee =5V h BC 182 | 125 500
Rapport de transfert dirsct du coursnt le = 2mA 21e BC 183 | 126 800
f  =1kHz Note 1 BC 184 | 240 900
Veg =10V
Output capacitance cs =10 c
Capacité de sortis lg =0 22b 3 5 pF
f =1 MHz
Input capacitance Vegg =06V c
Capacité d'sntrde le = 11b 9,5 pF
f =1 MHz
) BC182A-BC183 A 125-260
NOTE 1: Onrequest . gc182B-BC183B-BC1848 4 hyyq 240-500
BC 183C-BC184C 450-900
* Pulsed 300 5
Impulsions tp = he < 2%
3/8
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BC 182, BC 183, BC 184

DYNAMIC CHARACTERISTICS

Tamb =25°C

(Unless otherwise stated)

CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (Ssuf indications contraires)
Test conditions i
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Veg =5V "
Transition frequeqcy lc =10mA T 280 MHz
Fréquence de transition fT = 100 MHz
Ve =5V
lc =200uA BC 182 10 dB
Noise figure Rg =2k0 F BC 183 10 dB
Facteur de bruit f =1kHz BC 184 4 dB
Af =1Hz
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction-ambient thermql rasist_ance R thij-a) 420 oc/w

4/5
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BC 182, BC 183, BC 184

. STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES
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